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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包含：
一基板，具有一上表面與一下表面，該基板包含：

多個下接點，設置於該下表面；

多個上接點，設置於該上表面；

一第一走線層，設置於該上表面與該下表面之間；

一第二走線層，設置於該上表面與該下表面之間且位於該第一走線層上；

多個第一導電通孔，該第一走線層經由該些第一導電通孔電性連接於該些下接點；

多個第二導電通孔，該第二走線層經由該些第二導電通孔電性連接於該第一走線層；

多個第三導電通孔，該些上接點經由該些第三導電通孔電性連接於該第二走線層；

一金屬散熱單元，設置於該第一走線層及該第二走線層之間；

一凹槽，設置於該基板之一側，該第一走線層之一部分裸露於該凹槽之槽底；及

一穩壓器，設置於該凹槽中且電性連接於該第一走線層；

多個凸塊，各該凸塊電性連接於各該上接點；及

一晶片，該晶片之活性表面設置有多個晶片接點，各該晶片接點電性連接於各該凸塊；

其中該金屬散熱單元的位置對應於該晶片設置。

2.　如請求項 1所述的半導體裝置，其中該晶片於一投影方向上的投影面積覆蓋該金屬散熱
單元於一投影方向上的投影面積。

3.　如請求項 2所述的半導體裝置，其中該金屬散熱單元設置於該晶片的正下方。
4.　一種半導體裝置，包含：
一基板，具有一上表面與一下表面，該基板包含：

多個下接點，設置於該下表面；及

多個上接點，設置於該上表面，該些上接點包含多個第一接點及多個第二接點；

一第一晶片，該第一晶片之活性表面朝向該基板之上表面；
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一第二晶片，該第二晶片設置於該第一晶片之背面，且該第二晶片之活性表面朝向該基

板之上表面，其中該第二晶片與該第一晶片於一投影方向上部分重疊；

多個第一金屬連接柱，該第一晶片之活性表面經由該些第一金屬連接柱電性連接於該些

第一接點；

多個第二金屬連接柱，該第二晶片之活性表面經由該些第二金屬連接柱電性連接於該些

第二接點；

一金屬散熱罩，覆蓋該第一晶片及該第二晶片，包含一水平部分及一側邊部分，該水平

部分與該第二晶片之背面熱接觸，該側邊部分的一側連接於該水平部分的一側，該側邊

部分的另一側連接於該基板之上表面；及

一模封層，包封該第一晶片、該第二晶片與該金屬散熱罩，且使該金屬散熱罩之該水平

部分裸露。

5.　如請求項 4所述的半導體裝置，其中該基板更包含一導電通孔，該些下接點包含一接地
接點，該側邊部分的該另一側經由該導電通孔電性連接於該接地接點。

6.　一種半導體結構，包含：
一第一基板，具有一上表面與一下表面，該第一基板包含：

多個第一下接點，設置於該第一基板之下表面；

多個第一上接點，設置於該第一基板之上表面，該些第一上接點包含多個凸塊接點及多

個第一連接柱接點；

一第一走線層，設置於該第一基板之上表面與該第一基板之下表面之間；

一第二走線層，設置於該第一基板之上表面與該第一基板之下表面之間且位於該第一走

線層上；

多個第一導電通孔，該第一走線層經由該些第一導電通孔電性連接於該些第一下接點；

多個第二導電通孔，該第二走線層經由該些第二導電通孔電性連接於該第一走線層；

多個第三導電通孔，該些凸塊接點經由該些第三導電通孔電性連接於該第二走線層；

一金屬散熱單元，設置於該第一走線層及該第二走線層之間；

一凹槽，設置於該第一基板之一側，該第一走線層之一部分裸露於該凹槽之槽底；及

一穩壓器，設置於該凹槽中且電性連接於該第一走線層；

多個凸塊，各該凸塊連接於各該凸塊接點；

一晶片，該晶片之活性表面設置有多個晶片接點，各該晶片接點連接於各該凸塊；

一第二基板，具有一上表面與一下表面，該第二基板包含：

多個第二下接點，設置於該第二基板之下表面，該些第二下接點包含多個第二連接柱接

點及一接地接點；及

多個第二上接點，設置於該第二基板之上表面，該些第二上接點包含多個第一接點及多

個第二接點；

一第一晶片，該第一晶片之活性表面朝向該第二基板之上表面；

一第二晶片，該第二晶片設置於該第一晶片之背面，且該第二晶片之活性表面朝向該第

二基板之上表面，其中該第二晶片與該第一晶片於一投影方向上部分重疊；

多個第一金屬連接柱，該第一晶片之活性表面經由該些第一金屬連接柱電性連接於該些

第一接點；

多個第二金屬連接柱，該第二晶片之活性表面經由該些第二金屬連接柱電性連接於該些

第二接點；

一金屬散熱罩，覆蓋該第一晶片及該第二晶片，包含一水平部分及一側邊部分，該水平

部分與該第二晶片之背面熱接觸，該側邊部分的一側連接於該水平部分的一側，該側邊

部分的另一側連接於該第二基板之上表面；

(2)
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一模封層，包封該第一晶片、該第二晶片與該金屬散熱罩，且使該金屬散熱罩之該水平

部分裸露；及

多個第三金屬連接柱，該些第一連接柱接點經由該些第三金屬連接柱電性連接於該些第

二連接柱接點；

其中該金屬散熱單元對應於該晶片設置。

7.　如請求項 6所述的半導體結構，其中該晶片於該投影方向上的投影面積覆蓋該金屬散熱
單元於該投影方向上的投影面積。

8.　如請求項 6所述的半導體結構，其中該金屬散熱單元設置於該晶片的正下方。
9.　如請求項 6所述的半導體結構，其中該第二基板更包含一導電通孔，該側邊部分的該另
一側經由該導電通孔電性連接於該接地接點。

10.   一種半導體結構的製造方法，包含：
提供一第一基板，該第一基板具有一上表面與一下表面，該第一基板包含設置於該第一

基板之上表面的多個第一上接點，該些第一上接點包含多個凸塊接點及多個第一連接柱

接點；

提供一晶片，該晶片之活性表面設置有多個晶片接點；

於該些晶片接點上形成多個凸塊，各該晶片接點連接於各該凸塊；

將該些凸塊接觸對應之該些凸塊接點；

進行迴焊，使各該凸塊接點焊接於各該凸塊；

提供一第二基板，該第二基板具有一上表面與一下表面，該第二基板包含設置於該第二

基板之上表面的多個第二上接點及設置於該第二基板之下表面的多個第二下接點，該些

第二上接點包含多個第一接點及多個第二接點，該些第二下接點包含多個第二連接柱接

點及一接地接點；

提供一第一晶片；

提供一第二晶片，該第二晶片設置於該第一晶片之背面，且該第二晶片與該第一晶片於

一投影方向上部分重疊；

形成多個第一金屬連接柱於該些第一接點上及形成多個第二金屬連接柱於該些第二接點

上；

將該些第一金屬連接柱接觸該第一晶片之活性表面及將該些第二金屬連接柱接觸該第二

晶片之活性表面；

進行迴焊，使該第一晶片之活性表面焊接於該些第一金屬連接柱及使該第二晶片之活性

表面焊接於該些第二金屬連接柱；

形成一金屬散熱罩，該金屬散熱罩覆蓋該第一晶片及該第二晶片，該金屬散熱罩包含一

水平部分及一側邊部分，該水平部分與該第二晶片之背面熱接觸，該側邊部分的一側連

接於該水平部分的一側，該側邊部分的另一側連接於該第二基板之上表面；

形成一模封層，該模封層包封該第一晶片、該第二晶片與該金屬散熱罩，且使該金屬散

熱罩之該水平部分裸露；

形成多個第三金屬連接柱於該些第二連接柱接點上；

將該些第三金屬連接柱接觸該些第一連接柱接點；及

進行迴焊，使該些第一連接柱接點焊接於該些第三金屬連接柱。

圖式簡單說明

圖 1為半導體裝置之一實施例的剖面示意圖。
圖 2為另一半導體裝置之一實施例的剖面示意圖。
圖 3為半導體結構之一實施例的剖面示意圖。
圖 4A至圖 4B為半導體結構的製造方法之一實施例的流程圖。
圖 5A至圖 5L為半導體結構的製造方法之一實施例的示意圖。
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